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Prufungsantrag gem* § 44 PatG ist gestellt 

In seiner Resonanzfrequenz ebstimmbarer Butler-OsziHator 

@ Butler-Oszillator mit einem frequenzbestimmenden OFW- 
Resonator (10) und einem in Serie zum OFW-Resonstor (10) 
tiagandan Sarienresonsnzkrels (LI, D1) zur Oszillatorfre- 
quenzandemng. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifh einen Butler-Oszil- 
lator nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Als Emitterfolger ausgebildete Buder-OsziHatoren 
sind aus dem Buch "Cristal Oscillator Circuits" von Ro- 
ben J- Matthys, John Wiley 8c Sods, 1983, Seiten 61 bis 

64bekannt. . . r - - t J , . 

Anhand von Fig. 1 werden nachfolgend die bekann- 



tO nach Fig- 1 als OFW-Resonator ausgebildet Derarti- 
ge OFW-Resonatoren sind an sick bekannt und mQssen 
daher hicr nicht nahcr erlautert werden. Lcdiglich bei- 
spielsweise sei hier angegeben, daS ein derartiger OFW- 
Resonator etwa durch zwei Interdigitalwandler und 
zwei die akustische Spur dieser Interdigitalwandler ab- 
schlieBende Reflektoren gebildet seln kann. 

Gem&B Fig- 1 liegi der OFW-Resonator am Schal- 
tungsknoten 11 Qber einen Widersiand R4 an einem 



ien Telle eines Buder-OsziUators der gattungsgemaBen 10 Eingang E fur ein Modulationssignal, wobei der ^Verbin- 
xen l eue eines duuc o dungspunkt zwischen dem Widerstand R4 und dem Ein- 



ArtbeschriebeiL . 

Der Oszillator enthih als akrives Element einen als 
Emitterfolger geschalteten Transistor TRl. Die Basis 
dieses Transistors TR1 liegt uber die Reihenschaltung 
einer lnduktivitat 12 und einer Kapazitat Cbl sowie 
einen dieser parallel liegenden kapazitiven Teller C2, CI 
an Masse. Der Verbindungspunkt zwischen der Indukn- 
vitat L2 und der Kapazitat Cbl liegt am Verbindungs- 
punkt eines ohmschen Spannungsteiler R2, R3, der sei- 
nerseits zwischen einer Betriebsspannung +Ub und 
Masse liegt. Der Kollektor des Transistors TR1 liegt 
direkt an der Betriebsspannung -i-Ub und Qber eine 
Kapazitat Cb2 an Masse. Der Emitter des Transistors 
TRl liegt uber einen Widerstand Rl sowie eine diesem 
parallel liegende Reihenschaltung aus einer Kapazitat 25 
C3 und einem Widerstand RL an Masse, Der Wider- 
stand RL stellt die HF-Last des Oszillators dan 
Das die Oszillatorfrequenz bestimmende Element 
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gang E Qber eine Kapazitat C4 an der Kapazitat CI bzw. 
Masse liegt 

Gem&B einem weiteren Merkmal der Erfindung liegt 
in Reihe zum OFW-Resonator 10 ein durch eine lnduk- 
tivitat LI und eine Kapazitatsdiode Dl gebildeter steu- 
erbarer Resonanzkreis, der auf der Seite der Kapazi- 
tatsdiode Dl am Schalrungsknoten 12 bzw. am Emitter 
des Transistors TRl liegt. 

In Weiterbildung der Erfindung liegt parallel zum 
OFW-Resonator 10 eine Lnduktivitat LO. 

Aus Fig. 2 ist das elektrische Ersatzschaltbild des 
OFW-Resonators nach Fig. 1 ersichtlich- Es wird durch 
die Reihenschaltung einer lnduktivitat Lm, eines ohm- 
schen Widerstandes Rm und einer Kapazitat Cm sowie 
eine dieser Reihenschaltung parallel liegende Kapazitat 
CO gebildet, 

Beira erfindungsgemaflen Oszillator handelt es sich 
also um einen Butler-Oszillator mil einem OFW-Reso- 



wird durch einen Resonanzkreis 10 gebildet, der in ei- 
nem ROckkoppelkreis vom Emiaer-Schaltungsknoten 30 nator als frequenzbestimmendem bzw. frequenzstabuV 
12- auf die Basis des Transistors TRl liegt Ein Schal- sierendem Element. Die Resonanzfrequenz des OFW- 
tungsknoten 11 am Resonanzkreis 10 liegt am Verbin- Resonators ist durch den einen Ziehkreis bildendcn 
dungspunkt des kapazitiven Teilers C2, CI. steuerbaren Resonanzkreis aus der lnduktivitat LI und 

Imbekannten Butler-Oszillator nach der eingangsge- der Kapazitatsdiode Dl uber eine Modulationsspan- 
nannten Druckschrift wird der Resonanzkreis durch ei- 35 nung am Eingang E elektrisch einstellbar. Der dabei 
nen Schwingquarz mit parallel liegender lnduktivitat erzielbare Frequenzhub liegt bei mehrals 100 KHz. Die 
gebildet, die die interne Parallelkapazitat des Schwing- Mogiichkeit, eine Frequenzmodulation mit einem hohen 
quarzes kompensiert. Frequenzhub zu betreiben, verbessen den Verstar- 

Soll bei einem derartigen bekannten Oszillator die kungsgewinn bei der Demodulation in einem Empfan- 
Resonanzfrequenz geandert oder eine Frequenzmodu- 40 ger, was eine hdhere Storsicherheit zur Folge hat 

Dariiber hinaus k6nnen mit einem groBen Frequenz- 
hub hohe Modulationsfrequenzen von mehr als 100 
KHz sicher ubenragen werden. Da die Resonanzfre- 
quenz direkt durch den elektrisch abstimmbaren Zieh- 



lation durchgefuhn werden, so muB dies durch Versiim 
men des aktiven Oszillatorteils — Verstarker, Riick- 
kopplung, Ausgangskreis — realisiert werden. Dies 
fiihrt zu einer leichten Verschiebung der Oszillatorfre 
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quenr Das Verandem des Rtickkoppelnetzwerks ist nur 45 kreis Ll t Dl verandert werden kann, kann auch die Os- 
im geringem MaBe moglich, da sich dadurch auch das r 
RQckkopplungsverhaLtnis andert, was zu Oszillatorin- 
stabilit&ten fuhrt- Der erzielbare Frequenzhub ist ver- 
gleichsweise germg. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, einen Oszillator der in Rede stehenden Art mit 
groBetn Frequenzhub anzugeben. 

Diese Aufgabe wird bei einem Butler-Oszillator der 
eingangs genannten Art erfindungsgemaB durch die 
MaBnahmen des kennzeichnenden Teils des Patentan- 
spruchs 1 geldst 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von 
Unteranspruchen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 
fQhrungsbcispiels gemaB den Figuren der Zeichnung 
naher erlautert. Es zeigt: 

fig. 1 das bereits teilweise erlauterte Schaltbild eines 
£mitterfolger-Butler-Oszillators;und 

FSg,2 ein Ersatzschaltbild eines im Oszillator nach 
Fig. 1 vorgesehenen frequenzbestimrnenden mit akusri- 
schen Oberflachenwellen arbeitenden Resonators — 
OFW-Resonator — . 

ErfindungsgemaB ist der frequenzbestimmende Kreis 



zillatorf requenz in schnellem Wechsel geandert werden, 
ohne daB ein immer wieder neuer Einschwingvorgang 
stattfinden muB. 
Der vorstehend beschriebene Oszillator arbeiret in 
50 Eminerfolger-Grundschaltung nahe bei der Serienreso- 
nanz des OFW-Resonators. Die Verstarkung des Emit- 
terfolgers ist 1, wobei die Verstarkung in der Oszillator- 
schleife durch die' lnduktivitat L2 und die Kapazitat C2 
eingestellt wird, die einen Serienresonanzkreis mit einer 
Serienresonanzfrequenz nahe bei der Frequenz des 
OFW-Resonators bilden. Um die BetriebsgroBe des 
SchaJtungsteils aus OFW-Resonator 10 und Ziehkreis 
Ll, Dl hochzuhalten, ist der AnschluB am Emiuer des 
Transistors TRl und am kapazitiven Teiler C2, Cl nie- 
60 derohmig ausgebildet 

Der Ziehkreis ist fur die Oszillatorfrequenz mit nicht 
zu kleiner Kapazitat der Kapazitatsdiode Dl dimensio- 
nien. Die Kapazitat CO des OFW-Resonators 10 wird 
durch die parallel liegende lnduktivitat LO kompensiert, 
6 5 so daB eine Serienschaltung des frequenzfesten OFW- 
Resonators 10 und des elektrisch abstimmbaren Zieh- 
kreises Ll, Dl gewShrleisict ist. 
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PatentansprOehe 

1. Butler-Oszillaior mit einem als Emiuerfolger ge- 
schalteten Osziflatonxansistor (TR1) und einem 
frequenzbestimmenden RGckkoppIunsskreis (10) 5 
void Ausgang auf den Eingang des Osziilaiortransi- 
siors (TRl), dadnrch gekennzeichnet, daB der fre- 
quenzbesrimmende Ruckkopplungskreis (10) ein 
mil akustischen Oberflachenwellen arbeitender 
Resonator — OFW-Resonator — isi und daB in 10 
Serie 2um OFW-Resonator (10) ein steuerbarer 
Resonanzkreis (LI , Dl) licgt 

2. Butler-Oszillator nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der steuerbare Resonanzkreis 
(Ll, Dl) durch die Serienschaltung einer Induktivi- 15 
tat (Ll) und Kapazitaisdiode (Dl) gebildet isi- 

3. Butler-Oszillator nach Anspruch 1 und/oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB dem OFW-Resonaxor 
(10) einc lnduktiviiat (LO) parallel geschahet isu 
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Fig. 2 
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